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１．はじめに 表面活性化ウェハボンディング(SAB)法は、昇温過程を伴わない接合形成方法であり、異種材料

を用いたタンデム型太陽電池や新たなデバイスの実現が期待される[1,2]。今回我々は、寄生抵抗の影響を低

減する手段として、メサエッチングしたp-Si基板をn-Si基板とSAB法を用いて貼り合わせることで、メサ構造を有

する基板の接合形成の確認と、電気特性の評価を行った。 

２．実験 (100)ｐ--Si基板 (抵抗率: 5～10Ω・cm)の表面をRIE装置を用いてSF6ガスでドライエッチングを行い、

厚さ約1μm、直径100μmのメサ構造、直径200μmのメサ構造、基板の外周部のみをエッチングした構造の3

種類の構造に加工した。その後、SAB装置を用いて、それぞれn+-Si基板 (抵抗率: 0.001～0.003Ω・cm)との

接合を形成した。接合形成後、電極（p-Si : Al/Ni/Au, n-Si : Ti/Au）を形成し、ダイシングにより2mm×2mmの

サンプルを作成した。作成した3種類のサンプルの接合面はそれぞれ100μmφのメサ構造×64個、200μmφ

のメサ構造×16個、2mm×2mmの全面接合である。これらのサンプルの室温でのI-V特性を測定した。更にメ

サ構造を有するp-Si/n-Si接合の断面のSEM観察を行った。 

３．測定結果 サンプルの断面SEM像を図 1に示す。p--Si/n+-Si接合の接合部分以外において基板の間隔が 

1.1μmあり、所定の構造が形成されていることを示している。3種類のサンプルの室温におけるI-V特性を図 2

に示す。メサエッチングを行ったサンプルにおいては全面接合したサンプルと比較して電流密度が高く、メサ

径が100μmφと200μmφのサンプル間ではI-V特性に有意な差は見られなかった。今回の結果は、SAB法に

よるメサ構造を有する基板の接合形成の実現と、寄生抵抗を低減した状態での接合特性の評価の可能性を示

している。 
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Fig. 2 Room-temperature I-V characteristics of  

p--Si/n+-Si junctions (a) with 100μmφ,  

(b) with 200μmφ, and (c) without mesa 

Fig. 1 Cross-sectional SEM image of  

mesa-etched p--Si/n+-Si junctions 
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